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(57) Abstract: The present disclosure relates to a method for manufacturing a solar cell, the method comprising, in order: forming a
tunnel oxide (52) on at least one surface (503) of a semiconductor substrate (50); forming a first layer (54) doped with a dopant having
a first conductivity type on the tunnel oxide; forming a mask (56) on the first doped layer; forming a second layer (57) doped with a
dopant having a second conductivity type on the mask; and doping at least a first region (542, 66) of the first doped layer using a laser,
through the second layer doped with the dopant having the second conductivity type.

(57) Abrégé : La présente description concerne un procédé de fabrication d'une cellule solaire, le procédé comprenant, dans l'ordre :
la formation d'un oxyde tunnel (52) sur, au moins, une surface (503) d'un substrat semiconducteur (50); la formation d'une premiere
couche (54) dopée avec un dopant d'un premier type de conductivité sur l'oxyde tunnel; la formation d'un masque (56) sur la premicre
couche dopée; la formation d'une deuxiéme couche (57) dopée avec un dopant d'un deuxieme type de conductivité sur le masque; et
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le dopage d'au moins une premicre région (542, 66) de la premi¢re couche dopée en utilisant un laser, a travers la deuxi¢me couche
dopée avec le dopant du deuxieme type de conductivité.



